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DISPOSITIF D’AFFICHAGE ELECTROLUMINESCENT ORGANIQUE ET SON PROCEDE DE FABRICATION.

@ Un dispositif d’affichage électroluminescent organique
comprend des premier et deuxiéme substrats (100), placés
face a face et espacés I'un de l'autre, les premier et deuxie-
me substrats (100) ayant une pluralité de régions a pixel
(“P*) et une région périphérique entourant la pluralité de ré-
gions a pixel (“P“), une premiére plage de connexion (126)
disposée a la région périphérique sur une surface intérieure
du premier substrat, un transistor a film mince de comman-
de (TFT) “TD", disposé au niveau de chacune de la pluralité
des régions a pixel (“P“), sur la surface intérieure du premier
substrat, le transistor a film mince de commande (TFT) “TD*
comprenant une couche active, une électrode de grille, des
électrodes de source et de drain, une premiére structure
d’électrode de connexion, connectée a I'électrode de drain,
une deuxiéme structure d’électrode de connexion connec-
tée a la premiere plage de connexion (126),
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DISPOSITIF D'AFFICHAGE ELECTROLUMINESCENT ORGANIQUE
ET SON PROCEDE DE FABRICATION

ARRIERE-PLAN DE L'INVENTION
CHAMP DE L'INVENTION v
La présente invention concerne un dispositif d'affichage et un procédé de

fabrication d'un dispositif d'affichage et, plus particuliérement, concerne un dispositif
d'affichage électroluminescent organique et un procédé de fabrication d'un dispositif
d'affichage électroluminescent organique.

DISCUSSION DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE

En général, un dispositif d'affichage électroluminescent organique (OELD)
émet de la lumiére par injection d'électrons depuis une cathode et par injection des
trous depuis une anode dans une couche d'émission, en combinant les électrons et les
trous, en générant un exciton et en faisant passer I'exciton d'un état excité a un état de
repos. Contrairement & un dispositif d'affichage & cristal liquide (LCD), il est inutile
de prévoir de source lumineuse additionnelle pour les dispositifs OELD afin qu'ils
émettent de la lumiére, parce que le passage de I'exciton entre les états provoque une
émission de lumiére par la couche d'émission. De maniére correspondante, la taille et
le poids des dispositifs OELD peuvent &tre réduits. Etant donné que les dispositifs
OELD ont une faible consommation de puissance, une brillance supérieure et un
temps de réponse court, les dispositifs OELD ont été incorporés dans des produits
électroniques de grande consommation, tels que des téléphones cellulaires, des
systemes de navigation d'automobile (CNS), des assistants numériques personnels
(PDA), des caméscopes, et des ordinateurs de type Palm. De plus, étant donné que la
fabrication des dispositifs OELD est simple, le cofit de production des dispositifs
OELD est inférieur a celui des dispositifs LCD.

Les dispositifs OELD peuvent étre classés en dispositifs OELD a matrice
passive et dispositifs OELD & matrice active. Bien que les dispositifs OELD &
matrice passive soient de structure simple et soient formés en utilisant des procédés
de fabrication simples, les dispositifs OELD a matrice passive demandent des
quantités de puissance relativement élevées pour fonctionner, et les tailles
d’affichage des dispositifs OELD & matrice passive sont limitées par leurs structures.
En plus, étant donné que le nombre total de lignes conductrices augmente, les taux
d’ouverture qu’on a dans les dispositifs OELD 4 matrice passive diminuent. A la
différence de cela, les dispositifs OELD & matrice active ont une efficacité
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d’émission élevée et peuvent produire des images de haute qualité pour des

affichages de grande taille, en n'utilisant qu'une puissance relativement faible.

BREVE DESCRIPTION DE L'INVENTION
La présente invention a pour objet un dispositif d'affichage électroluminescent

organique comprenant:

o des premier et deuxiéme substrats, placés face a face et espacés l'un de l'autre, les
premier et deuxiéme substrats ayant une pluralité de régions a pixel ("P") et une
région périphérique entourant la pluralité de régions & pixel ("P");

e une premiere plage de connexion disposée a la région périphérique sur une surface
intérieure du premier substrat;

e un transistor a film mince de commande (TFT) "TD", disposé au niveau de
chacune de la pluralité des régions & pixel ("P"), sur la surface intérieure du
premier substrat, le transistor a film mince de commande (TFT) "TD" comprenant
une couche active, une électrode de grille, des électrodes de source et de drain;

¢ une premicere structure d'électrode de connexion, connectée a I'électrode de drain;

¢ une deuxi¢me structure d'électrode de connexion connectée a la premiére plage de
connexion, la deuxiéme structure d'électrode de connexion étant la méme que la
premicere structure d'électrode de connexion;

¢ une premiere électrode, placée sur la totalité d'une surface intérieure du deuxiéme
substrat, la premiére électrode étant reliée a la deuxiéme structure d'électrode de
connexion;

¢ une couche d'émission organique sur la premiére électrode;

e une deuxi¢éme électrode, sur la couche d'émission organique, sur chacune de la
pluralité¢ des régions a pixel ("P"), la deuxiéme électrode étant connectée a la
premiére structure d'électrode de connexion; et

e un élément d'étanchéité fixant ensemble les premier et deuxiéme substrats.

Selon un mode de réalisation du dispositif de l'invention, la couche active est
composée de silicium polycristallin.

Selon un mode de réalisation de l'invention, le dispositif comprend en outre
une ligne de puissance, reliée au transistor a film mince de commande (TFT) "TD".

Selon un autre mode de réalisation de l'invention, le dispositif comprend en
outre un condensateur de stockage, relié a I'électrode de grille.

Selon encore un mode de réalisation du dispositif de I'invention, la premiére
electrode est une anode pour injecter des trous dans la couche d'émission organique,
et la deuxiéme électrode est une cathode pour injecter des électrons dans la couche

d'émission organique.
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Selon un autre mode de réalisation du dispositif de l'invention, la premiére
électrode comprend I'un parmi l'oxyde d'étain dopé a l'indium (ITO) et l'oxyde de
zinc dopé a l'indium (IZO).
Selon un autre mode encore de réalisation du dispositif de l'invention, la
deuxieme électrode (206) comprend I'un des métaux du groupe formé par le
calcium (Ca), I'aluminium (Al) et le magnésium (Mg).
Selon encore un autre mode de réalisation du dispositif de I'invention, la
premiere plage de connexion et la deuxiéme structure d'électrode de connexion sont
disposées a l'intérieur de 1'é1ément d'étanchéité, et la premiére plage de connexion et
la deuxiéme structure d'électrode de connexion sont formées sur au moins un c6té de
la région périphérique.
Selon une forme d'exécution du dispositif de l'invention, la premiére plage de
connexion et la deuxitme structure d'électrode de connexion sont disposées &
I'extérieur de I'élément d'étanchéité, et la premiére plage de connexion et la deuxiéme
structure d'électrode de connexion sont formées sur au moins un c6té de la région
périphérique.
Selon une autre forme d'exécution de l'invention, le dispositif comprend en
outre une pluralité de premiéres électrodes auxiliaires entre la premiére électrode et
le deuxieme substrat, la pluralité de premiéres électrodes auxiliaires étant disposées
entre la pluralité de régions a pixel ("P"), et la pluralité de premiéres électrodes
auxiliaires ayant une résistance inférieure a celle de la premiére électrode.
Selon encore une autre forme d'exécution de l'invention, le dispositif comprend
en outre une deuxiéme électrode auxiliaire entre la deuxiéme structure d'électrode de
connexion et la premieére électrode, la structure de couche et les matériaux de la
deuxieme électrode auxiliaire étant les mémes que la deuxiéme électrode.
La présente invention a en outre pour objet un procédé de fabrication d'un
dispositif électroluminescent organique, comprenant:
¢ la formation d'une premiére couche isolante sur un premier substrat ayant une
pluralite de régions & pixel ("P") et une région périphérique entourant la pluralité
des régions a pixel ("P");

¢ la formation d'une couche active sur la premiére couche isolante, i chacune de la
pluralité des régions a pixel ("P"), la couche active comprenant du silicium
polycristallin et ayant des régions de source et de drain;

» la formation d'une deuxiéme couche isolante sur la couche active;

* la formation d'une électrode de grille sur la deuxiéme couche isolante, sur la

couche active;
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¢ la formation d'une troisieme couche isolante sur I'électrode de grille, la troisiéme
couche isolante ayant un premier trou de contact exposant la région de source et
un deuxiéme trou de contact exposant la région de drain,

e la formation d'¢lectrodes de source et de drain et d'une premiére plage de
connexion sur la premiére couche isolante, I'électrode de source étant connectée
a la région de source par l'intermédiaire du premier trou de contact, 1'¢lectrode de
drain étant connectée a la région de drain par la deuxieme électrode, et la
premiére plage de connexion étant disposée a la région périphérique;

¢ la formation d'une quatriéme couche isolante sur les électrodes de source et de
drain, et la premiere plage de connexion, la quatriéme couche isolante ayant un
troisieme trou de contact exposant I'électrode de drain, et des quatriéme et
cinquiéme trous de contact exposant la premiére plage de connexion;

¢ la formation de premiére et deuxiéme électrode s de connexion sur la quatriéme
couche isolante, le premier motif de connexion étant connecté a I'électrode de
drain, par l'intermédiaire d'un troisiéme trou de contact, la deuxiéme électrode de
connexion étant connectée a la premieére plage de connexion par l'intermédiaire
du quatrieéme trou de contact;

e la formation d'une premiére électrode sur un deuxiéme substrat ayant une
pluralité de régions a pixel ("P") et une région périphérique entourant la pluralité
de régions a pixel ("P");

¢ la formation d'une couche d'émission organique sur la premiere électrode;

o la formation d'une deuxiéme électrode sur la couche d'émission organique a
chacune de la pluralité des régions 2 pixel ("P"); et

o la fixation de premier et deuxiéme substrats ensemble, avec un matériau
d'étanchéité,

procédé dans lequel la premiére électrode de connexion est en contact avec la
deuxiéme électrode, et la deuxiéme électrode de connexion est en contact avec la
premiére électrode.

Selon une forme d'exécution du procédé de l'invention, la premiére électrode
est une anode pour injecter des trous dans la couche d'émission organique, et la
deuxieme électrode est une cathode pour injecter des électrons dans la couche
d'émission organique.

Selon une autre forme d'exécution du procédé de Iinvention, la premiére
électrode comprend soit de l'oxyde d'étain dopé a l'indium (ITO) soit de 'oxyde de
zinc dopé a l'indium (IZO).

Selon encore une autre forme d'exécution du procédé de Il'invention, la
deuxiéme électrode comprend un matériau choisi dans le groupe comprenant

calcium (Ca), aluminium (Al) et magnésium (Mg).
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Selon une autre forme encore d'exécution de l'invention, le procédé comprend
en outre:
¢ la formation d'un motif en silicium polycristallin reli¢ a 1'¢électrode de grille; et
e la formation d'une électrode de condensateur sur le motif en silicium
polycristallin constituant un condensateur de stockage,
I'électrode de condensateur étant reliée & I'électrode de drain.

Selon un mode de réalisation du procédé de l'invention, la premiere plage de
connexion et la deuxiéme électrode de connexion sont disposées a l'intérieur de
I'élément d'étanchéité, et la premiere plage de connexion et la deuxieme électrode de
connexion sont formées sur au moins un cdté de la région périphérique.

Selon un autre mode de réalisation du procédé de l'invention, la premiére plage
de connexion et la deuxiéme électrode de connexion sont disposées a l'extérieur du
matériau d'étanchéité, et la premiére plage de connexion et la deuxiéme électrode de
connexion sont formées sur au moins un cdté de la région périphérique.

Selon encore un mode de réalisation de l'invention, le procédé comprend en
outre la formation d'une pluralit¢ de premieres électrodes auxiliaires entre la
premiére électrode et le deuxiéme substrat, la pluralit¢ de premidres électrodes
auxiliaires étant disposées entre la pluralité de régions a pixel ("P"), et la pluralité de
premiéres €lectrodes auxiliaires ayant une résistance inférieure a celle de la premiére
électrode.

Selon un mode de réalisation de l'invention, le procédé comprend en outre la
formation d'une deuxie¢me électrode auxiliaire entre la deuxiéme électrode de
connexion et la premic¢re électrode, la deuxie¢me électrode auxiliaire étant formée de

la méme structure de couche et des mémes matériaux que la deuxiéme électrode.

DESCRIPTION DES FIGURES
La FIG. 1 est une vue en coupe schématique d’un dispositif OELD selon 'état

de la technique. Sur la FIG. 1, une unité de matrice 14 comprenant un transistor a
film mince (TFT) "T" est formée sur un premier substrat 12. Une premiére électrode
16, une couche électroluminescente organique 18 et une deuxiéme électrode 20 sont
formées séquentiellement sur I’'unité de matrice 14, ot la couche électroluminescente
18 organique peut afficher séparément les couleurs rouge, verte et bleue pour chaque
région a pixel. De fagon générale, des matériaux organiques distincts sont
usuellement utilisés pour émettre de la lumiére de chaque couleur pour la couche
électroluminescente 18 dans chaque région a pixel. Un dispositif ELD organique est
encapsulé en fixant le premier substrat 12 et un deuxiéme substrat 28, qui inclut un
matériau absorbant I’humidité 22, avec un élément d’étanchéité 26. Le matériau

absorbant ’humidité 22 élimine 1’éventuelle humidité et oxygéne pouvant pénétrer a
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Pintérieur d’une capsule de la couche électroluminescente organique 18. Aprés avoir
procédé a la gravure d’une partie du deuxiéme substrat 28, la partie gravée est
remplie avec le matériau absorbant I’humidité 22, et le matériau absorbant I’humidité
ayant été introduit est fixé par un élément de maintien 25.

La FIG. 2 est une vue en plan schématique d’une unité de matrice d’un
dispositif OELD selon 1'état de la technique. Sur la FIG. 2, une unité de matrice d’un
dispositif OELD comprend un élément de commutation "Ts", un élément de
commande "Tp" et un condensateur de stockage "Csr", I’élément de commutation
"Ts" et I’élément de commande "Tp" pouvant comprendre une combinaison d’au
moins un transistor a film mince (TFT). Un substrat 12 isolant transparent, sur lequel
’unité a matrice est formée, peut &tre réalisé en verre ou en matiére synthétique. Une
ligne de grille 32 et une ligne de données 34 se croisant 1’une I’autre sont formées sur
le substrat 12, de facon qu'une région a pixel "P" soit définie par le croisement de la
ligne de grille 32 et de la ligne de données 34. Une couche isolante (non représentée)
est interposée entre la ligne de grille 32 et la ligne de données 34, et une ligne de
puissance 35 paralléle a et espacée de la ligne de données 34 croise la ligne de grille
32.

L’élément de commutation "Ts" est un transistor & film mince incluant une
électrode de grille de commutation 36, une couche active de commutation 40 et des
électrodes de source et de drain de commutation 46 et 50. De fagon similaire, un
¢élément de commande "Tp" est un transistor & film mince comprenant une électrode
de grille de commande 38, une couche active de commande 42 et des électrodes de
source et de drain de commande 48 et 52. L’électrode de grille de commutation 36
est connectée a la ligne de grille 32, et ’électrode de source de commutation 46 est
connectée a la ligne de données 34, et ’électrode de drain de commutation 50 est
connectée a I’électrode de grille de commande 38 par un premier trou de contact.
L’¢électrode de source de commande 48 est connectée a la ligne de puissance 35 par
un deuxiéme trou de contact 56. De plus, ’électrode de drain de commande 52 est
connectée a une premiére électrode 16 sur la région & pixel "P". La ligne de
puissance 35 chevauche une premiére électrode de condensateur 15, la couche
isolante étant interposée entre elles pour former le condensateur de stockage "Csr".

La FIG. 3 est une vue en plan schématique d’un dispositif OELD selon I'état de
la technique. Sur la FIG. 3, un substrat 12 comprend une région de plage de
connexion "E" & un premier c6té et des premiére et deuxiéme régions de plage de
connexion de grille "F;" et "F," a des deuxiéme et troisi¢me cotés de fagon adjacente
au premier c6té. Une électrode commune 39 est formée sur un quatrieme c6té tourné
vers le premier c6té, et adjacent aux deuxiéme et troisiéme c6té du substrat 12, une
tension commune étant appliquée 3 une deuxiéme électrode 20 par I’électrode
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commune 39, pour maintenir un potentiel électrique de la deuxiéme électrode 20. De
maniére correspondante, une région d’affichage se trouvant au centre du substrat 12
est utilisée pour afficher des images.

La FIG.4A est une vue en coupe schématique suivant la ligne IVa-IVa de la
FIG. 2 selon le domaine concerné, et la FIG. 4B est une vue en coupe schématique
suivant la ligne IVb-IVb de la FIG. 3, selon le domaine concerné. Sur les FIG. 4A et
4B, un transistor a film mince de commande (TFT) "Tp" incluant une couche active
de commande 42, une électrode de grille de commande 38 et des électrodes de source
et de drain de commande 56 et 52, sont formés sur un substrat 12. Une couche
isolante 57 est formée sur le TFT de commande "Tp", et une premiére électrode 16
connectée a I’électrode de drain de commande 52 est formée sur la couche isolante
57. Une couche d’émission organique 18 pour émettre de la lumiére d’une couleur
spécifique est formée sur la premiére électrode 16, et une deuxiéme électrode 20 est
formée sur la couche d’émission organique 18. Un condensateur de stockage "Cgr"
est formé pour étre électriquement paralléle au TFT de commande "Tp" et comprend
des premiére et deuxieme électrodes de condensateur 15 et 35, condensateur dans
lequel une partie d’une ligne de puissance chevauchant la premiére électrode de
condensateur 15 est utilisée comme deuxiéme électrode de condensateur 35, la
deuxieme électrode de condensateur 35 est connectée a I’électrode de source de
commande 56, et la deuxiéme électrode 20 est formée sur la totalité de la surface du
substrat 12 incluant le TFT de commande "Tp", le condensateur de stockage "Cgr" et
la couche d’émission organique 18.

Une électrode commune 39 par laquelle une tension commune est appliquée
sur la deuxieme électrode 20 est formée sur une partie périphérique du substrat 12,
I’électrode commune 39 est simultanément formée avec les électrodes de source et
de drain de commande 56 et 52. Une pluralité de couches isolantes sur ’électrode
commune 39 comprennent des premier et deuxiéme trous de contact 50 et 52,
exposant I’électrode commune 39, et la deuxidme électrode 20 est connectée 3
Iélectrode commune 39 par le premier trou de contact 50. Bien que ceci ne soit pas
représenté, un circuit externe est connecté a 1’électrode commune 39 par le deuxiéme
trou de contact 52 pour fournir la tension commune.

Cependant, lorsqu’une unité* de matrice et une unité d’émission sont formées
sur un substrat, le rendement de production d’un dispositif OELD est déterminé par
multiplication du rendement du TFT et du rendement de la couche d’émission
organique. Etant donné que le rendement de la couche d’émission organique est
relativement faible, le rendement de production d’un ELD est limité par le rendement
de la couche organique. Par exemple, méme lorsqu’un TFT est fabriqué, un dispositif
OELD peut étre déterminé comme étant mauvais, suite aux défauts d’une couche
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d’émission organique. De maniére correspondante, des matériaux de production sont
perdus et les cofits de production augmentent.

En général, les dispositifs OELD sont classés en dispositifs OELD de type a
émission vers le bas et dispositifs OELD de type & émission vers le haut, selon la
direction d’émission de la lumiére utilisée pour afficher des images. Bien que les
dispositifs OELD de type a émission vers le bas soient avantageux pour offrir une
haute stabilit¢ a 1’encapsulation et une haute flexibilit¢é du processus, ils sont
inefficaces pour des dispositifs a résolution élevée, du fait qu’ils ont de mauvais taux
d’ouverture. A la différence de cela, les dispositifs OELD de type a émission vers le
haut ont une durée de vie attendue supérieure, parce qu’ils sont d’une conception
aisée et ont des taux d’ouverture élevés. Cependant, dans les dispositifs OELD de
type a émission vers le haut, la cathode est usuellement formée sur une couche
d’émission organique dans laquelle la transmittance et 1’efficacité optique sont
réduites étant donné qu’un nombre limité de matériaux peuvent étre sélectionnés.
Lorsqu’une couche de protection en film mince est utilisée pour minimiser la
réduction de la transmittance, les dispositifs OELD de type a émission par le haut ne

sont pas suffisamment isolés de I’air ambiant.

DESCRIPTION DETAILLEE DE L'INVENTION

La présente invention est relative a un dispositif d’affichage électroluminescent
organique et & un procédé de fabrication d’un dispositif d’affichage
électroluminescent organique qui évite pratiquement un ou plusieurs des problémes
venant des limitations et des inconvénients rencontrés dans 1'état de la technique.

Un but de la présente invention est de fournir un dispositif d’affichage
électroluminescent organique ayant une unité & matrice et une couche d’émission
organique placées sur des substrats séparés.

Un but de la présente invention est de fournir un procédé de fabrication d’un
dispositif d’affichage électroluminescent organique par formation d’une unité de
matrice et d’une couche d’émission organique sur des substrats séparés et en fixant
les substrats.

Des caractéristiques et des avantages additionnels de I’invention vont é&tre
indiqués dans la description allant suivre, et vont en partie étre évidents 2 la lecture
de la description, ou peuvent é&tre enseignés par la mise en pratique de I’invention.
Les objectifs et d’autres avantages de 1’invention vont étre réalisés et atteints par la
structure particulicrement mise en évidence dans la description écrite et ses
revendications, ainsi que dans les dessins annexés.

Pour atteindre ces avantages ainsi que d’autres et selon le but de la présente

invention, tel que mis en ceuvre et largement décrit, un dispositif d'affichage
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électroluminescent organique comprend des premier et deuxiéme substrats, placés
face a face et espacés l'un de l'autre, les premier et deuxiéme substrats ayant une
pluralité¢ de régions & pixel et une région périphérique entourant la pluralité de
régions a pixel, une premiére plage de connexion disposée a la région périphérique
sur une surface intérieure du premier substrat, un transistor a film mince de
commande, disposé au niveau de chacune de la pluralité des régions a pixel, sur la
surface intérieure du premier substrat, le transistor a film mince de commande
comprenant une couche active, une électrode de grille, des électrodes de source et de
drain, une premiére structure d'électrode de connexion, connectée a I'électrode de
drain, une deuxiéme structure d'électrode de connexion connectée a la premicére plage
de connexion, la deuxiéme structure d'électrode de connexion étant la méme que la
premiére structure d'électrode de connexion, une premiére électrode, placée sur la
totalité d'une surface intérieure du deuxiéme substrat, la premiére électrode étant
reliée a la deuxiéme structure d'électrode de connexion, une couche d'émission
organique sur la premiére électrode, une deuxiéme électrode, sur la couche
d'émission organique, sur chacune de la pluralité des régions a pixel, la deuxiéme
électrode étant connectée a la premilre structure d'électrode de connexion, et un
¢lément d'étanchéité fixant ensemble les premier et deuxiéme substrats.

Selon un autre aspect, un procédé de fabrication d'un dispositif
électroluminescent organique, comprend la formation d'une premiére couche isolante
sur un premier substrat ayant une pluralité de régions & pixel et une région
périphérique entourant la pluralité des régions a pixel, la formation d'une couche
active sur la premiére couche isolante, a chacune de la pluralité des régions a pixel, la
couche active comprenant du silicium polycristallin et ayant des régions de source et
de drain, la formation d'une deuxiéme couche isolante sur la couche active, la
formation d'une électrode de grille sur la deuxiéme couche isolante, sur la couche
active, la formation d'une troisiéme couche isolante sur I'électrode de grille, la
troisi¢éme couche isolante ayant un premier trou de contact exposant la région de
source et un deuxicme trou de contact exposant la région de drain, la formation
d'électrodes de source et de drain et d'une premiére plage de connexion sur la
premicre couche isolante, I'électrode de source étant connectée 4 la région de source
par l'intermédiaire du premier trou de contact, I'électrode de drain étant connectée 2
la région de drain par la deuxieme électrode, et la premiére plage de connexion étant
disposée a la région périphérique, la formation d'une quatriéme couche isolante sur
les électrodes de source et de drain, et la premiere plage de connexion, la quatriéme
couche isolante ayant un troisiéme trou de contact exposant I'électrode de drain, et
des quatriéme et cinquiéme trous de contact exposant la premiére plage de

connexion, la formation de premi¢re et deuxiéme électrodes de connexion sur la
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quatriéme couche isolante, le premier motif de connexion étant connecté a 1'électrode
de drain, par l'intermédiaire d'un troisiéme trou de contact, la deuxiéme électrode de
connexion étant connectée a la premiére plage de connexion par l'intermédiaire du
quatriéme trou de contact, la formation d'une premiére électrode sur un deuxieme
substrat ayant une pluralité de régions a pixel et une région périphérique entourant la
pluralité de régions a pixel, la formation d'une couche d'émission organique sur la
premiére électrode, la formation d'une deuxiéme électrode sur la couche d'émission
organique & chacune de la pluralité des régions a pixel, et la fixation de premier et
deuxiéme substrats ensemble, avec un matériau d'étanchéité, la premiére électrode de
connexion étant en contact avec la deuxiéme électrode, et la deuxiéme électrode de
connexion étant en contact avec la premiere électrode.

Il est évident que la description générale précédente et la description détaillée
allant suivre sont toutes deux de natures exemplaire et explicative, et sont entendues
comme fournissant des explications plus détaillées au sujet de I’invention, tel que

revendiqué.

DESCRIPTION DES DESSINS
Les dessins annexés, qui sont inclus pour fournir une meilleure compréhension

de I’invention et sont incorporés dans et constituent une partie de cette demande,
illustrent des modes de réalisation de l’invention et, conjointement avec la
description, servent a expliciter le principe de I'invention. Dans les dessins:

la FIG. 1 est une vue en coupe schématique d’un dispositif OELD selon I'état
de la technique;

la FIG. 2 est une vue en plan schématique d’une unité de matrice d’un
dispositif OELD selon I'état de la technique;

la FIG. 3 est une vue en plan schématique d’un dispositif OELD selon 1'état de
la technique;

la FIG. 4A est une vue en coupe schématique suivant IVa-IVa de la FIG. 2
selon 1'état de la technique;

la FIG. 4B est une vue en coupe schématique suivant IVb-IVb de la FIG. 3
selon I'état de la technique;

la FIG. § est une vue en coupe schématique d’un dispositif OELD donné
comme exemple, selon la présente invention;

les FIG. 6A a 6C sont des vues en coupe schématique d’un procédé donné
comme exemple, de fabrication d’une région a pixel d’un premier substrat pour un
dispositif OELD selon la présente invention;
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les FIG. 7A a 7C sont des vues en coupe schématique d’un procédé donné
comme exemple de fabrication d’une région périphérique d’un premier substrat pour
un dispositif OELD selon la présente invention;

les FIG. 8A a 8C sont des vues en coupe schématique d’un procédé donné
comme exemple de fabrication d’un deuxiéme substrat pour un dispositif OELD
selon la présente invention;

la FIG. 9 est une vue en coupe schématique d’un autre dispositif OELD donné
comme exemple selon la présente invention; et

la FIG. 10 est une vue en coupe schématique d’un autre dispositif OELD donné

comme exemple selon la présente invention.

DESCRIPTION DETAILLEE DES MODES DE REALISATION PREFERES
On va a présent faire référence en détail aux modes de réalisation préférés de la

présente invention, dont des exemples sont illustrés dans les dessins annexés.

La FIG. 5 est une vue en coupe schématique d’un dispositif OELD donné
comme exemple selon la présente invention. Sur la FIG. 5, un dispositif OELD 99
peut étre fabriqué en fixant des premier et deuxiéme substrats 100 et 200 en utilisant
un produit d’étanchéité 290, les premier et deuxiéme substrat 100 et 200 pouvant
comprendre une pluralité de régions a pixel "P" et une région périphérique "Peri"
entourant la pluralité des régions a pixel "P". En plus, un transistor a film mince de
commande (TFT) "Tp" peut étre disposé sur une surface intérieure du premier
substrat 100, de fagon adjacente a chacune de la pluralité des régions & pixel"P". Bien
que ceci ne soit pas représenté, une pluralité de lignes de matrice peuvent étre
formées sur la surface intérieure du premier substrat 100. Une pluralité de premiéres
électrodes auxiliaires 201 peuvent &tre formées sur une surface intérieure du
deuxieéme substrat 200, et une premiere électrode 202 peut étre formée sur la pluralité
de premicres électrodes auxiliaires 201, la premiere €lectrode 202 pouvant servir
d’anode transparente pour injecter des trous. Une couche d’émission organique 204
peut étre formée sur la premicre électrode 202, et une pluralité de deuxiémes
électrodes 206 peuvent étre formées sur la couche d’émission organique 204 a
chacune de la pluralité des régions a pixel "P", la pluralité des deuxiémes électrodes
206 pouvant servir de cathodes pour injecter des électrons. En plus, une deuxiéme
électrode auxiliaire 207 peut étre formée simultanément sur la premiére électrode
202 a la région périphérique "Peri" avec la pluralité des deuxiémes électrodes 206.

La deuxieme électrode 206 peut &tre reliée électriquement a une électrode de
drain 122 du TFT de commande "Tp" par une premiére électrode de connexion 130.
Ensuite, la premiére électrode de connexion 130 peut étre prévue pour établir le

contact avec la deuxiéme électrode 206 par fixation des premier et deuxiéme
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substrats 100 et 200. Ensuite, une premiére plage de connexion 126 peut étre formée
sur la surface intérieure du premier substrat 100 sur la région périphérique "Peri", et
une deuxieme électrode de connexion 132 peut étre formée sur la premiére plage de
connexion 126 pour établir le contact avec la premiere plage de connexion 126, la
deuxieme é€lectrode de liaison 132 pouvant étre reliée électriquement a la premiére
électrode 202 par la deuxieme électrode auxiliaire 207 en fixant les premier et
deuxiéme substrats 100 et 200. En variante, lorsque la deuxiéme électrode auxiliaire
207 peut ne pas étre formée, la deuxiéme électrode de connexion 132 peut entrer
directement en contact avec la premiére électrode 202.

Les premiere et deuxieme électrodes de connexion 130 et 132 peuvent étre
formées d’une pluralité de couches, afin d’améliorer la résistance de contact avec
Pélectrode de drain 122, la premiére plage de connexion 126, la deuxiéme électrode
206 et la deuxieme électrode auxiliaire 207. En plus, la premiére plage de connexion
126 peut étre formée d’une pluralité de couches pour obtenir une résistance de
contact améliorée avec la deuxieme électrode de connexion 132, et une puissance
peut &tre fournie a la premicre plage de connexion 126 pour commander la couche
d’émission 204.

Les FIG. 6A a 6C sont des vues en coupe schématique d’une méthode donnée
comme exemple de fabrication d’une région a pixel d’un premier substrat pour un
dispositif OELD selon la présente invention, et les FIG. 7A a 7C sont des vues en
coupe schématique d’un procédé de fabrication donné comme exemple, pour
fabriquer une région périphérique d’un premier substrat pour un dispositif OELD
selon la présente invention. Par souci de simplicité lors de ’explication de la
présente invention, les FIG. 6A a 6C peuvent étre considérées comme se trouvant
suivant IVa-IVa de la FIG.2, et les FIG. 7A a 7C peuvent &tre considérées comme se
trouvant sur la ligne IVb-IVb de la FIG. 3.

Sur les FIG. 6A et 7A, une couche tampon, c’est-a-dire une premiére couche
isolante, peut étre formée sur un premier substrat 100 comprenant des régions a pixel
"P", des régions de commande "D", des régions de stockage "C", et des régions
périphériques "Peri" par déposition d’un élément parmi un groupe de matériaux
isolant du silicium, incluant du nitrure de silicium (SiNy) et de 'oxyde de silicium
(510,). En plus, des premiere et deuxiéme couches actives 104 et 105 en silicium
polycristallin peuvent étre formées sur la couche tampon 102 aux régions de
commande et de stockage "D" et "C", respectivement. Par exemple, les premiére et
deuxiéme couche active 104 et 105 peuvent étre formées par un processus de
déshydrogénation et un processus de cristallisation utilisant de la chaleur aprés la
déposition du silicium amorphe. La deuxiéme couche active 105 peut servir de
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premiere électrode d’un condensateur de stockage, en dopant le silicium amorphe
cristallisé avec des impuretés.

Une couche isolante de grille 106, c'est-a-dire une deuxi¢me couche isolante, et
une ¢€lectrode de grille 108 peuvent étre formées séquentiellement sur la premiére
couche active 104, dans laquelle la couche isolante de grille 106 peut étre formée sur
une surface entiére du premier substrat 100. La couche isolante de grille 106 peut
comprendre un matériau isolant non organique, tel que du nitrure de silicium (SiNy)
et de l'oxyde de silicium (Si0,), et I'électrode de grille 108 peut étre formée d'un ou
plusieurs matériaux métalliques conducteurs, tel que de l'aluminium (Al), un alliage
d'aluminium (AIX), du cuivre (Cu), du tungstene (W), du tantale (Ta), et du
molybdéne (Mo).

Apres avoir formé '€lectrode de grille 108, la premiere couche active 104 peut
étre dopée avec des impuretés, tel que du bore (B) ou du phosphore (P), pour définir
une région de canal 104a, et des régions de source et de drain 104b et 104c. Une
couche d'isolation 110 intercouche, c'est-a-dire une troisiéme couche d'isolation, peut
étre formée sur 1'électrode de grille 108, dans laquelle la couche d'isolation 110
intercouche peut comprendre un ou des matériaux isolants non organiques, tel que du
nitrure de silicium (SiNy) et de l'oxyde de silicium (SiO;).

Une ¢lectrode de condensateur 112 peut étre formée sur la couche d'isolation
110 intercouche, & la région de stockage "C", en déposant et en mettant en motif un
ou des matériau(x) métallique(s) conducteur(s), tel que de l'aluminium (Al), un
alliage d'aluminium (Al), du cuivre (Cu), du tungsténe (W), du tantale (Ta), et du
molybdéne (Mo). La deuxiéme couche active 105 et I'électrode de condensateur 112,
chevauchant la deuxieme couche active 105, peuvent constituer un condensateur de
stockage, la couche isolante 110 intercouche étant interposée entre elles.

Sur les FIG. 6B et 7B, une quatrieme couche isolante 114 peut étre formée sur
I'électrode de condensateur 112, dans laquelle la quatriéme couche isolante 114 peut
comprendre un premier trou de contact 116 exposant la région de drain 104c, un
deuxiéme trou de contact 118 exposant la région de source 104b, et un troisiéme trou
de contact 120 exposant I'électrode de condensateur 112.

Sur les FIG. 6C et 7C, les électrodes de source et de drain 124 et 122 peuvent
étre formées sur la quatrieme couche isolante 114 par déposition et mise en motif
d'un ou de plusieurs matériau(x) métallique(s) conducteur(s), tel que du chrome (Cr),
du molybdéne (Mo), du tantale (Ta), et du tungsténe (W). L'électrode de source 124
peut entrer en contact avec la région de source 104b par le deuxiéme trou de contact
118, et I'électrode de drain 122 peut entrer en contact avec la région de drain 104c

par le premier trou de contact 116. En méme temps, une premiére plage de
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connexion 126 peut étre formée sur la quatrieme couche isolante 114 & la région
périphérique "Peri".

Une cinquiéme couche isolante 128, comprenant des quatriéme, cinquieéme, et
sixieme trous de contact 134, 136 et 138, peut étre formée sur les électrodes de
source et de drain 124 et 122 et la premiére plage de contact 126. Le quatriéme trou
de contact 134 peut exposer I'électrode de drain 122, et les cinquiéme et sixiéme
trous de contact 136 et 138 peuvent exposer les deux faces de la premiére plage de
connexion 126.

Les premiére et deuxieéme électrodes de connexion 130 et 132 peuvent étre
formées sur la cinqui¢éme couche d'isolation 128 par déposition et mise en motif d'un
ou de plusieurs matériau(x) métallique(s) conducteur(s). La premiére électrode de
connexion 130 peut entrer en contact avec 1'électrode de drain 122 par le quatrieme
trou de contact 134, et peut &tre déposée a la région a pixel "P". La deuxiéme
électrode de connexion 132 peut entrer en contact avec la premiére plage de
connexion 126 par le cinquiéme trou de contact 136.

Les FIG. 8A 4 8C sont des vues en coupe schématique d'un procédé donné
comme exemple de fabrication d'un deuxiéme substrat pour un dispositif OELD,
selon la présente invention. Par souci de simplicité, les régions périphériques d'une
deuxiéme €lectrode n'ont pas été représentées sur les FIG. 8A et 8C. Sur la FIG. 8A,
une pluralité de premieres électrodes auxiliaires 201 peuvent étre formées sur un
deuxiéme substrat 200 incluant une pluralité de régions a pixel "P" par déposition et
mise en motif d'un ou de plusieurs matériau(x) métallique(s) ayant une faible
résistance, et une premiére é€lectrode 202 peut étre formée sur la pluralité des
premiéres €lectrodes auxiliaires 201. En variante, la pluralit¢ des premiéres
électrodes auxiliaires 201 peuvent &tre omises lorsque la premiére électrode 202
présente une résistance suffisamment faible. De maniére correspondante, lorsque la
premicre électrode 202 n'a pas de résistance suffisamment faible, une distorsion du
signal peut &tre empéchée en formant la pluralité des premiéres électrodes auxiliaires
201 pour avoir une résistance inférieure a celle de la premiére électrode 202. La
premiére électrode 202 sert d'anode pour injecter des trous dans une couche
d'émission 204 (sur la FIG. 8B). Par exemple, la premiére électrode 202 peut
comprendre de l'oxyde d'étain dopé a I'indium (ITO) ou de l'oxyde de zinc dopé
l'indium (IZO).

Sur la FIG. 8B, une couche d'émission 204 peut &tre formée sur la premiére
electrode 202, dans laquelle la couche d'émission 204 peut émettre une lumiére
parmi les couleurs rouge, verte et bleue, correspondant & chacune de la pluralité des
régions a pixel "P". La couche d'émission 204 peut avoir une structure monocouche

ou multicouche. Lorsque la couche d'émission 204 présente une structure
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multicouche, la couche d'émission 204 peut comprendre une couche d'¢mission
organique 204a, une couche de transport de trous (HTL) 204b, et une couche de
transport d'électrons (ETL) 204c.

Sur la FIG. 8C, une pluralité de deuxicmes électrodes 206 peuvent étre formées
sur la couche d'émission 204, dans laquelle chacune de la pluralité des deuxiémes
électrodes 206 peut correspondre a chacune de la pluralité des régions a pixel "P". La
pluralité des deuxieémes électrodes 206 peuvent servir de cathode pour injecter des
électrons dans la couche d'émission 204. Par exemple, la pluralité de deuxiémes
¢lectrodes 206 peuvent comprendre une structure monocouche, utilisant de
l'aluminium (Al), du calcium (Ca) ou du magnésium (Mg), ou bien une structure
multicouche utilisant fluorure de lithium/aluminium [LiF/Al]. La pluralité de
deuxiemes électrodes 206 peuvent avoir une énergie d'extraction inférieure a celle de
la premiére électrode 202. Bien que ceci ne soit pas représenté sur les FIG. 8A a 8C,
une deuxiéme électrode auxiliaire peut &tre formée simultanément sur la premiére
électrode 202 2 une partie périphérique avec la totalité des deuxiémes électrodes 206.

Les premier et deuxiéme substrats 100 et 200, formés par des processus de
fabrication des FIG. 6A a 8C, peuvent &tre attachés ensemble a 1'aide d'un matériau
d'étanchéité pour former un dispositif OELD. Les premiére et deuxiéme électrodes
202 et 206 peuvent servir d'anode et de cathode, respectivement, ou les premiére et
deuxiéme électrodes 202 et 206 peuvent servir de cathode et d'anode, respectivement.
De manié¢re correspondante, lorsque la premiére électrode 202 sert de cathode, la
premiere plage de connexion 126 (sur la FIG. 7c) peut étre mise a la masse.

La FIG. 9 est une vue en coupe transversale schématique d'un autre dispositif
OELD donné comme exemple selon la présente invention. Sur la FIG. 9, des premier
et deuxiéme substrats 300 et 400 peuvent étre fixés ensemble avec un matériau
d'étanchéité 500. Les premier et deuxieme substrats 300 et 400 ont une pluralité de
régions & pixel "P", une région périphérique "Peri", et peut comprendre une pluralité
de transistors a film mince (TFT) "T" et une pluralité de lignes de matrice (non
représentées) formées sur une surface intérieure du premier substrat 300, dans
laquelle chacun de la pluralité des TFT peut &tre disposé de fagon adjacente 4 chacun
de la pluralit¢ des régions a pixel "P". Une pluralité de premiéres électrodes
auxiliaires 401 peuvent étre formées sur une surface intérieure du deuxiéme substrat
400, et une premicre €électrode 402 peut étre formée sur la pluralité de premiéres
¢lectrodes auxiliaires 401, dans lesquelles* la premiére électrode 402 peut servir
d'anode pour injecter des trous. Une couche d'émission 408 et une pluralité de
deuxiémes électrodes 410 peuvent étre séquentiellement formées sur la premiére
électrode 402, dans laquelle la pluralité de deuxiémes électrodes 410 peut servir de
cathode pour injecter des électrons.
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Une deuxiéme électrode auxiliaire 412 peut étre formée simultanément sur la
premiére électrode 402 a la région périphérique "Peri" avec la pluralité de deuxiémes
électrodes 410. Chacune de la pluralité des deuxiémes électrodes 410 peut étre
connectée a une électrode de drain 302 de chaque TFT "T" par une premiére
électrode de connexion 304. De maniére correspondante, étant donné que les premier
et deuxieme substrats 300 et 400 peuvent &tre attachés ensemble aprés formation
d'une pluralité de premiéres électrodes de connexion 304, la pluralité de premiéres
électrodes de connexion 304 peuvent établir le contact avec la pluralité de deuxiemes
électrodes 410, respectivement.

Une premiére plage de connexion 306 peut étre formée sur la surface intérieure
de la région périphérique "Peri" du premier substrat 300, et une deuxiéme électrode
de connexion 308 peut étre formée sur la deuxieéme plage de connexion 306. La
deuxiéme électrode de connexion 308 peut étre reliée a la premicre électrode 402 par
la deuxiéme électrode auxiliaire 412 aprés fixation des premier et deuxiéme substrats
300 et 400 ensemble.

Sur la FIG. 9, la premiére plage de connexion 306 et la deuxieme électrode de
connexion 308 peuvent étre disposées sur les deux cotés de la région périphérique
"Peri" a l'intérieur de I'é1ément d'étanchéité 500. La deuxiéme €lectrode de connexion
308 et/ou la premiére plage de connexion 306 peuvent avoir une structure
multicouche pour améliorer les propriétés de contact entre la deuxiéme électrode de
connexion 308 et la premiere plage de connexion 306. En variante, la premiére plage
de connexion 306 et la deuxieme électrode de connexion 308 peuvent étre disposées
a l'extérieur de I'élément d'étanchéité 500.

La FIG. 10 est une vue en coupe schématique d'un autre dispositif OELD
donné comme exemple, selon la présente invention. Sur la FIG. 10, des premiers et
deuxi¢mes substrats 300 et 400 peuvent étre fixés ensemble en utilisant un matériau
d'étanchéité 500. Les premiers et deuxiémes substrats 300 et 400 peuvent avoir une
pluralit¢ de régions a pixel "P", une région périphérique "Péri", et peuvent
comprendre une pluralité de transistors & film mince TFT "T", et une pluralité de
lignes de matrices (non représentées) formées sur une surface intérieure du premier
substrat 300, de laquelle chacun de la pluralité des TFT "T" peut étre disposé de
fagon adjacente & chacun de la pluralité des régions a pixels "P".

Une pluralité de premiéres électrodes auxiliaires 401 peut étre formées sur une
surface intérieure du deuxiéme substrat 400, et une premiére électrode 402 peut étre
formée sur la pluralit¢ des premiéres électrodes auxiliaires 401. Une couche
d'émission 408 et une pluralité de deuxiémes électrodes 410 peuvent é&tre formées
séquentiellement sur la premiere électrode 402. En plus, une deuxiéme électrode
auxiliaire 412 peut étre formée simultanément sur la premiére électrode 402 i la
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région périphérique "Péri", avec la pluralité de deuxiémes ¢lectrodes 410, chacun de
la pluralité des deuxiemes électrodes 410 pouvant étre connecté a une électrode de
drain 402 de chaque TFT "T" par une premiére électrode de connexion 304. Etant
donné que les premiers et deuxiémes substrats 300 et 400 peuvent €tre attachés
ensemble aprés formation d'une pluralité de premiéres électrodes de connexion 304,
la pluralité de premieres électrodes de connexion 304 peut entrer en contact avec la
pluralité de deuxiémes électrodes 410, respectivement.

Une premiére plage de connexion 306 peut étre formée sur la surface intérieure
a la région périphérique "Péri" du premier substrat 300, et une deuxiéme électrode de
connexion 308 peut étre formée sur la premicre plage de connexion 306. De maniere
correspondante, la deuxieéme électrode de connexion 308 peut étre connectée a la
premiere électrode 402 par la deuxiéme électrode auxiliaire 412 apres fixation
ensemble des premiers et deuxieémes substrats 300 et 400. La premiere plage de
connexion 306 et la deuxiéme électrode de connexion 308 peuvent étre disposées sur
un c6té de la région périphérique "Péri" a 'extérieur de I'élément d'étanchéité S00.

Bien que ceci ne soit pas représenté, la premiere plage de connexion 306 et la
deuxi¢me électrode de connexion 308 peuvent étre disposées sur les deux cotés de la
région périphérique "Péri". En plus, la deuxiéme électrode de connexion 308 et/ou la
premicre plage de connexion 306 peuvent avoir une structure multicouche pour
améliorer les propriétés de contact entre la deuxieéme électrode de connexion 308 et
la premiére plage de connexion 306.

Sur la FIG. 10, étant donné que le dispositif OELD est un dispositif OELD de
type a émission par le haut, on peut obtenir un haut taux d'ouverture. En plus, étant
donné qu'un motif de matrice incluant un transistor 4 film mince et une couche
d'émission organique peuvent étre formés indépendamment sur un substrat
individuel, des effets adverses, venant des processus de fabrication de la couche
d'émission, peuvent &tre empéchés, et le rendement de production se trouve amélioré.
De plus, étant donné qu'un deuxieéme motif de connexion peut étre formé sur une
région périphérique pour entrer en contact avec une premiére plage de connexion et
une premicere électrode, des effets adverses venant de la distorsion du signal peuvent
étre empéchés, et le rendement de production est l'objet d'une amélioration
supplémentaire.

II est évident & 'Homme de l'art que diverses modifications et variations
peuvent €tre apportées au dispositif d'affichage électroluminescent organique et au
procédé de fabrication d'un dispositif d'affichage électroluminescent organique selon
la présente invention, sans quitter l'esprit ou le champ de l'invention. Ainsi, il est

entendu que la présente invention couvre les modifications et les variations de cette
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invention, sachant qu'elles sont dans le champ des revendications annexées et de

leurs équivalents.
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REVENDICATIONS

L. Dispositif d'affichage électroluminescent organique comprenant:
 des premier et deuxiéme substrats (100), placés face & face et espacés l'un de
l'autre, les premier et deuxiéme substrats (100) ayant une pluralité de régions a
‘pixel ("P") et une région périphérique entourant la pluralité de régions a
pixel ("P");

* une premiére plage de connexion (126) disposée 4 la région périphérique sur une
surface intérieure du premier substrat;

* un transistor 2 film mince de commande (TFT) "TD", disposé au niveau de
chacune de la pluralité des régions & pixel ("P"), sur la surface intérieure du
premier substrat, le transistor & film mince de commande (TFT) "TD"
comprenant une couche active, une électrode de grille, des électrodes de source
et de drain;

* une premiere structure d'électrode de connexion, connectée a I'électrode de
drain;

* une deuxiéme structure d'électrode de connexion connectée a la premiére plage
de connexion (126), la deuxiéme structure d'électrode de connexion étant la
méme que la premiére structure d'électrode de connexion;

e une premiére électrode (202), placée sur la totalité d'une surface intérieure du
deuxiéme substrat, la premiére électrode (202) étant reliée a la deuxiéme
structure d'électrode de connexion;

* une couche d'émission organique sur la premiére électrode (202);

* une deuxiéme électrode (206), sur la couche d'émission organique, sur chacune
de la pluralité¢ des régions & pixel ("P"), la deuxiéme électrode (206) étant
connectée a la premiére structure d'électrode de connexion; et

* un ¢lément d'étanchéité fixant ensemble les premier et deuxiéme substrats (100).

2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel la couche active est
composée de silicium polycristallin.

3. Dispositif selon la revendication 1, comprenant en outre une ligne de
puissance, reliée au transistor & film mince de commande (TFT) "TD".

4. Dispositif selon la revendication 3, comprenant en outre un
condensateur de stockage, relié a 1'¢lectrode de grille.
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5. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel la premiére
¢électrode (202) est une anode pour injecter des trous dans la couche d'émission
organique, et la deuxieme électrode (206) est une cathode pour injecter des électrons
dans la couche d'émission organique.

6. Dispositif selon la revendication 5, dans lequel la premiére
électrode (202) comprend soit l'oxyde d'étain dopé a l'indium (ITO) soit l'oxyde de
zinc dopé a l'indium (IZO).

7. Dispositif selon la revendication 5, dans lequel la deuxiéme
électrode (206) comprend un des métaux appartenant au groupe formé par le
calcium (Ca), l'aluminium (Al) et le magnésium (Mg).

8. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel la premiére plage de
connexion (126) et la deuxiéme structure d'électrode de connexion sont disposées a
I'intérieur de 1'élément d'étanchéité, et la premiére plage de connexion (126) et la
deuxieme structure d'électrode de connexion sont formées sur au moins un coté de la
région périphérique.

9. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel la premiére plage de
connexion (126) et la deuxiéme structure d'électrode de connexion sont disposées a
l'extérieur de I'élément d'étanchéité, et la premiére plage de connexion (126) et la
deuxiéme structure d'électrode de connexion sont formées sur au moins un coté de la
région périphérique.

10. Dispositif selon la revendication 1, comprenant en outre une pluralité
de premiéres électrodes auxiliaires (201) entre la premiére électrode (202) et le
deuxieme substrat, dans lequel la pluralité de premiéres électrodes auxiliaires (201)
sont disposées entre la pluralité de régions & pixel ("P"), et la pluralité de premiéres
¢lectrodes auxiliaires (201) ont une résistance inférieure & celle de la premiére
électrode (202).

11. Dispositif selon la revendication 1 comprenant en outre une deuxiéme
¢lectrode (206) auxiliaire entre la deuxiéme structure d'électrode de connexion et la
premiere électrode (202), dans lequel la structure de couche et les matériaux de la
deuxi¢me électrode (206) auxiliaire sont les mémes que ceux de la deuxitme
électrode (206).
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12. Procédé de fabrication d'un dispositif électroluminescent organique,

comprenant:

la formation d'une premiére couche isolante sur un premier substrat ayant une
pluralité de régions a pixel ("P") et une région périphérique entourant la pluralité
des régions a pixel ("P");

la formation d'une couche active sur la premiére couche isolante, a chacune de la
pluralité des régions a pixel ("P"), la couche active comprenant du silicium
polycristallin et ayant des régions de source et de drain;

la formation d'une deuxiéme couche isolante sur la couche active;

la formation d'une électrode de grille sur la deuxiéme couche isolante, sur la
couche active;

la formation d'une troisiéme couche isolante sur I'électrode de grille, la troisiéme
couche isolante ayant un premier trou de contact exposant la région de source et
un deuxiéme trou de contact exposant la région de drain;

la formation d'électrodes de source et de drain et d'une premiére plage de
connexion (126) sur la premiere couche isolante, I'électrode de source étant
connectée a la région de source par l'intermédiaire du premier trou de contact,
I'électrode de drain étant connectée a la région de drain par la deuxiéme
électrode (206), et la premiere plage de connexion (126) étant disposée a la
région périphérique;

la formation d'une quatriéme couche isolante sur les électrodes de source et de
drain, et la premiére plage de connexion (126), la quatritme couche isolante
ayant un troisiéme trou de contact exposant 1'électrode de drain, et des quatrieme
et cinquieme trous de contact exposant la premiére plage de connexion (126);

la formation de premi¢re et deuxieme électrode (206) de connexion sur la
quatriéme couche isolante, le premier motif de connexion étant connecté a
l'¢lectrode de drain, par l'intermédiaire d'un troisiéme trou de contact, la
deuxiéme électrode (206) de connexion (132) étant connectée & la premiére
plage de connexion (126) par l'intermédiaire du quatriéme trou de contact;

la formation d'une premiére électrode (202) sur un deuxiéme substrat ayant une
pluralité de régions a pixel ("P") et une région périphérique entourant la pluralité
de régions a pixel ("P");

la formation d'une couche d'émission organique sur la premiére électrode (202);
la formation d'une deuxie¢me électrode (206) sur la couche d'émission organique
a chacune de la pluralité des régions a pixel ("P"); et

la fixation de premier et deuxiéme substrats (100) ensemble, avec un matériau

d'étanchéité,
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dans lequel la premiére électrode (202) de connexion est en contact avec la deuxieme
électrode (206), et la deuxiéme électrode (206) de connexion est en contact avec la

premiére électrode (202).

13. Procédé selon la revendication 12, dans lequel la premiére
électrode (202) est une anode pour injecter des trous dans la couche d'émission
organique, et la deuxiéme électrode (206) est une cathode pour injecter des €lectrons

dans la couche d'émission organique.

14. Procédé selon la revendication 13, dans lequel la premiére
électrode (202) comprend soit 'oxyde d'étain dopé a l'indium (ITO) soit l'oxyde de
zinc dopé a l'indium (IZO).

15. Procédé selon la revendication 13, dans lequel la deuxiéme
électrode (206) comprend un des métaux du groupe formé par le calcium (Ca)

I’aluminium (Al) et le magnésium (Mg).

16. Procédé selon la revendication 12, comprenant en outre:
¢ la formation d'un motif en silicium polycristallin relié a I'électrode de grille; et
o a formation d'une électrode de condensateur sur le motif en silicium
polycristallin constituant un condensateur de stockage,

'électrode de condensateur étant reliée a I'électrode de drain.

17. Procédé selon la revendication 12, dans lequel la premiére plage de
connexion (126) et la deuxiéme électrode (206) de connexion (132) sont disposées a
l'intérieur de I'élément d'étanchéité, et la premieére plage de connexion (126) et la
deuxiéme électrode (206) de connexion (132) sont formées sur au moins un cdté de

la région périphérique.

18. Procédé selon la revendication 12, dans lequel la premiere plage de
connexion (126) et la deuxiéme électrode (206) de connexion (132) sont disposées a
l'extérieur du matérian d'étanchéité, et la premicere plage de connexion (126) et la
deuxiéme électrode (206) de connexion (132) sont formées sur au moins un coté de
la région périphérique.

19. Procédé selon la revendication 12, comprenant en outre la formation

d'une pluralit¢é de premieres électrodes auxiliaires (201) entre la premiére

électrode (202) et le deuxicme substrat, dans lequel la pluralité de premiéres
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électrodes auxiliaires (201) sont disposées entre la pluralité de régions a pixel ("P"),
et la pluralité de premieres électrodes auxiliaires (201) ayant une résistance inférieure

a celle de la premiére électrode (202).

20. Procédé selon la revendication 12, comprenant en outre la formation
d'une deuxiéme électrode (206) auxiliaire entre la deuxiéme électrode (206) de
connexion (132) et la premieére électrode (202), dans lequel la deuxiéme
électrode (206) auxiliaire a la méme structure de couche et les mémes matériaux que
la deuxieme électrode (206).
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